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【手続補正書】
【提出日】平成25年10月2日(2013.10.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　（１）　被処理体上にタングステン膜又は酸化タングステン膜を形成し、
　（２）　前記被処理体を加熱し、前記加熱された前記被処理体に、アミノシラン系ガス
を供給し、
　（３）　前記アミノシラン系ガスが供給された前記被処理体に、シリコンを含むシリコ
ン原料ガスと、酸化剤を含むガスとを交互に供給し、前記タングステン膜又は酸化タング
ステン膜が形成された前記被処理体上に、酸化シリコン膜を形成することを特徴とするタ
ングステン膜又は酸化タングステン膜上への酸化シリコン膜の成膜方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　この発明の第１の態様に係るタングステン膜又は酸化タングステン膜上への酸化シリコ
ン膜の成膜方法は、（１）被処理体上にタングステン膜又は酸化タングステン膜を形成し
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、（２）前記被処理体を加熱し、前記加熱された前記被処理体に、アミノシラン系ガスを
供給し、（３）前記アミノシラン系ガスが供給された前記被処理体に、シリコンを含むシ
リコン原料ガスと、酸化剤を含むガスとを交互に供給し、前記タングステン膜又は酸化タ
ングステン膜が形成された前記被処理体上に、酸化シリコン膜を形成する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　この発明の第２の態様に係る成膜装置は、タングステン膜又は酸化タングステン膜上へ
の酸化シリコン膜を成膜する成膜装置であって、前記タングステン膜又は酸化タングステ
ン膜が形成された被処理体を収容する処理室と、前記処理室内に、アミノシラン系ガス及
びシリコン原料ガスの少なくとも一方、並びに酸化剤を含むガスを供給するガス供給機構
と、前記処理室内を加熱する加熱装置と、前記処理室内を排気する排気装置と、前記ガス
供給機構、前記加熱装置、前記排気装置を制御するコントローラと、を備え、前記コント
ローラが、前記処理室内において、上記第１の態様に係るタングステン膜又は酸化タング
ステン膜上への酸化シリコン膜の成膜方法が、前記被処理体に対して実行されるように、
前記ガス供給機構、前記加熱装置、前記排気装置を制御する。
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